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【はじめに】InAs量子ドット（QD）はサイズを大きくすると導電性が生じることが見出され、ナ

ノ電極に応用する研究が行われている。InAs QDの I-V特性のサイズ依存性は、InAsバルク表面

の二次元電子層に起因すると考察されたが、不明な点を残している[1]。一方近年、表面 InAs QD

の仕事関数測定から QD周囲に仕事関数凹部（dip）が観測され[2]、I-V特性と dipの相関が示唆さ

れた。既に我々は dip形成や仕事関数の局所的な変化が InAs QD内の歪に関連した分極に依存す

る可能性を報告した[3]。本研究では分極による仕事関数変化の妥当性を検証するために、Si をド

ープした InAs QDの局所的な仕事関数測定を行った。 

【実験】分子線エピタキシー法（MBE）を用いて、GaAs(001)基板上に u.d.GaAs バッファ層上と

InAs QDを成長した試料（対照試料）と InAs QDおよび GaAsバッファ層成長中に Siをドープし

た試料（ドープ試料）を作製した。その後ケルビンプローブ法（KPFM）を用いて作製した試料

の表面形状像と仕事関数像を同時測定した。 

【結果】対照試料およびドープ試料の仕事関数像、断面図を図 1に示す。ドープ試料上の InAs QD

は n 型になり仕事関数が小さくなると考えられたが、測定では対照試料より大きな仕事関数が得

られた。またドープ試料では dipの深さが、対照試料に比べ深くなった。これは InAs QD表面の

局所的な分極が、Ⅲ族元素が Siに置換されることで変化したためと考えられる。発表では Siドー

プの条件を変えた場合、及び歪緩和層を導入した場合の仕事関数変化について報告する。 
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図 1. 仕事関数像（(a): 対照試料、(b): ドープ試料）と(c): 断面図 
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